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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CEI:1999

CIRCUITS INTEGRES — GUIDE D'APPLICATION POUR L'AGREMENT

DES LIGNES DE FABRICATION

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a pour objet de
favorisgr la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les_ddmaines de

I'électri
Leur él
sujet tr
liaison
Interna

Les déq
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sont re

Les do
comme

Dans I
facon t
nationa
corresp

La CElI
n'est p4d
L’attent
I'objet
respons

Cité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normesginte

hité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernem

ible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les CGomités nationau
résentés dans chaque comité d’'études.

Cuments produits se présentent sous la forme de recommandatiohsvinternationales. lls s
normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels pardes Comités nationaux.

ansparente, dans toute la mesure possible, les Normes_ihternationales de la CEIl dans le
es et régionales. Toute divergence entre la norme dé¢la CEl et la norme nationale o
ondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

n’'a fixé aucune procédure concernant le marquage cemme indication d’approbation et sa res
s engagée quand un matériel est déclaré conformeZa I'une de ses normes.

on est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale p4g
de droits de propriété intellectuelle ou ,de."droits analogues. La CEIl ne saurait étre
able de ne pas avoir identifié de tels droits‘de propriété et de ne pas avoir signalé leur existe

b internationale CEl 61948 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits int
ftudes 47 de la CEli Dispositifs a semiconducteurs.

le cette norme(est’issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47A/533/FDIS 47A/546/RVD

nationales.

hboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationahintéressé par le

entales, en

avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement<avec I'Qrganisation
ionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les.deuX organisafions.

isions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dang la mesure

intéressés

bnt publiés

but d'encourager l'unification internationale, les Comités natioriaux de la CEl s'engagent a appliquer de

irs normes
Il régionale

ponsabilité

uvent faire
enue pour
hce.

Bgrés, du

tdevotemdigue dans e tabteau ti-dessus dommetouteimformationr sur te v

abouti a I'approbation de cette norme.

te ayant

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NTEGRATED CIRCUITS — MANUFACTURING LINE APPROVAL
APPLICATION GUIDELINE

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote

internat
this en
entrustg
particip)
with thd
for St4
organiz,

ional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electroni
Il and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their\ptHg
bd to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject)deal
pte in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizati
IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Intérnational Q
ndardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betwee
ptions.

The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters expressi.as nearly as p

internat
from alll

The do
of stan

In orde]
Standa
diverge|
indicatg

The IE
equipm

Attentig
of pate

Internatid
of IEC te

The text

Full infor

ional consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has rep
interested National Committees.

uments produced have the form of recommendations for internatjenal use and are published
ards, technical reports or guides and they are accepted by the/National Committees in that sq

to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC |
ds transparently to the maximum extent possible in“their national and regional stan
hce between the IEC Standard and the corresponding\national or regional standard shall
d in the latter.

C provides no marking procedure to indicate its-approval and cannot be rendered responsi
ent declared to be in conformity with one of its standards.

n is drawn to the possibility that some of the-elements of this International Standard may be
t rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

c fields. To
paration is

with may
bns liaising
rganization
n the two

pssible, an
resentation

in the form
nse.

ternational
ards. Any
be clearly

ble for any

the subject

nal Standard IEC 61948 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits,

Chnical committee 47: Semiconductor devices.

pf this standard is"based on the following documents:

FDIS Report on voting

47A/533/FDIS 47A/546/RVD

matio o thevotingfor the—approvat-of this—standard carm be—fourd—imthe

voting indicated in the above table.

eport on

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CIRCUITS INTEGRES — GUIDE D'APPLICATION POUR L'AGREMENT

DES LIGNES DE FABRICATION

1 Geénéralités

1.1 Domaine d'application et objet

La présente norme internationale définit de quelle facon les principes et les exigences de la
CEIl 61739 sont appligués aux circuits intégrés monolithigues. Elle est applic

able aux

fabricants de circuits intégrés (Cl) qui demandent I'agrément d'une ligne de fabricatien.

L'objet d¢ ce guide est d'établir la cohérence des exigences utilisées par les.fabricants et les

auditeurs

Chaque f

norme, ppurvu que le niveau requis de contrdle de la ligne de fabrication soit atteint.

1.2 Ré

Le document normatif suivant contient des dispositions gli,)par suite de la référence
faite, comstitue des dispositions valables pour la préséente Norme internationale.

référencsd

s'appliqugent pas. Toutefois, les parties prenantes_ aux accords fondés sur la présen

internatig

docume:lf normatif indiqué ci-aprés. Pour les “références non datées, la derniér

du docu

pour les technologies liées a la fabrication de circuits intégrés.

abricant peut avoir ses propres méthodes pour satisfaire aucontenu de la

érence normative

s datées, les amendements ultérieurs ouwles révisions de ces publica
nale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer I'édition la plus ré

ent normatif en référence s’appligue. Les membres de la CEIl et de I'ISO p

présente

qui y est
Pour les
\itions ne
e Norme
cente du
e édition
ossedent

ation et la

E1 61739,

le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61739:1996, Circuits intégrés —-Procédures pour I'agrément d'une ligne de fabrica
gestion de la qualité

2 Défipitions

Pour les|besoins dew-la présente norme, les définitions suivantes, tirées de la C
s'appliquent:

2.1

véhicule dexdémanstration

produit ordinaire ou produit spécialement congu pour démontrer que tous les paramétres
critiques du process sont sous contrdle et reproductibles dans la technologie considérée

2.2
moniteur
structure

2.3

paramétrique (PM)
pour mesurer les parametres électriques

liste de fabricants qualifiés (QML)
liste utilisée pour la procédure associée a I'Agrément de Ligne de Fabrication tel que défini
dans la CEI 61739
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NTEGRATED CIRCUITS — MANUFACTURING LINE APPROVAL
APPLICATION GUIDELINE

1 General

1.1 Scope and object

This International Standard defines how to apply the principles and requirements given in
IEC 61739 to monolithic integrated circuits. The standard is applicable to those manufacturers

of integrg

The obje

ted circuits (ICs) who apply for manufacturing line approval.

ctive of this applicators guideline is to establish consistency in the requirements used

by manuflacturers and auditors for techniques related to integrated circuit manufacturing.

Each ma
provided

1.2 No

The follo
constitutd
amendmf{
based on
the most
the lates
maintain

IEC 6173
managen

2 Defif

For the p

2.1
demonst
normal {

nhufacturer may use his own methods for satisfying the requirements of this
that the required level of control in the manufacturing line js reached.

mative reference

wing normative document contains provisions which, through reference in
b provisions of this International Standard.<For dated references, su
bnts to, or revisions of, this publication do not apply. However, parties to ag

recent editions of the normative document indicated below. For undated re
I edition of the normative document\referred to applies. Members of IEC
registers of currently valid International Standards.

ation-vehicle
raduct or product specifically designed to demonstrate that all critical

parametd

rsnare under control and rpppamhlp within the defined tpr‘hnnlngy

standard,

this text,
Lbsequent
eements

this International Standard are encouraged to investigate the possibility off applying

ferences,
and I1SO

9:1996, Integrated circuits —*Rrocedures for manufacturing line approval apd quality
hent

nitions

Lurpose of this Guideline the following definitions apply (see 1.4 of IEC 61739):

process

2.2

parametric monitor (PM)

structure

2.3
gualified

for measuring electrical parameters

manufacturer list QML

list used for the procedure associated with manufacturing line approval as defined in

IEC 6173

9
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2.4

composant d'évaluation standard (SEC)

structure utilisée pour piloter le procédé de fabrication, et pour servir de produit de substitution
pour les essais de fiabilité et I'évaluation du taux de défaillance. Il peut étre un produit normal
de la technologie considérée

2.5
tache
activité ou suite d'activités qui forme une étape dans la fabrication du produit

2.6
véhicule nr\hnnlngu_jll 1= (T\I)

structure|hybride qui démontre la reproductibilité du procédé et des caractéristiques_agsociées

2.7
véhicule e caractérisation technologique (TCV)
structure|pour étudier les mécanismes de défaillance intrinséque et leur repartition

2.8
bureau dg révision technologique (TRB) ou organisation équivalente
organisation fondamentale pour la ligne de fabrication ou la d@che. Un TRB sera formé de
représentants de toutes les fonctions décrites dans le plan de destion totale de la qualité (TQM, total
guality management) telles que le marketing, les ventes;\la conception, le développement de
technolodie, la fabrication, les essais et I'assurance de la.gualité, quand elles s'appliquent

3 Pring¢ipes de I'agrément pour la liste de fabricants qualifiés (QML)

Les fabricants figurant dans la liste de falkricants qualifiés (QML) doivent étre capables de
produire [des produits issus d'une ligne-de fabrication agréée, sans qu'il soit ng¢cessaire
d'effectu¢r des essais de qualificationl_approfondis, et des inspections de conformité a la
qualité en fin de fabrication sur chaqule. produit.

L'organistion initiale de contrdle” de la ligne de fabrication qualifiée doit étre le bureau de
révision fechnologique (TRB)‘au toute organisation équivalente.

Le fabricant en cours, de/qualification doit certifier et avoir les documents prouvant|que tout
meétier eécuté par un-sous-traitant est conforme aux exigences de la CEIl 61739.

sont acclimuléés, le fabricant, a travers le plan TQM et le TRB, peut modifier, subsgtituer ou
supprimersdes essais et/ou des sélections. L'organisme national de surveillance (QNS) doit
étre prévenu de telles actions par e rapport statutaire.

Au fur et|a mesure de I'évolution de la technologie et que les données de qualité et iE fiabilité

3.1 Identification et définition des métiers

Ce guide identifie six métiers avec les interfaces qui détaillent les exigences spécifiques pour
les cycles de conception et de fabrication des circuits intégrés (Cl).

3.1.1 Conception de filiere (voir article 4)

Il s'agit de la conception d'une filiere de semiconducteur comprenant les modifications et la
publication des paramétres de la filiere, ainsi que des régles correspondantes de conception
de la filiére, transcrits sous forme de textes écrits ou de fichiers informatiques.
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evaluation component (SEC)

structure used to monitor the fabrication process and to serve as a surrogate product for
reliability testing and failure rate evaluation. It can be an actual device of the technology under
consideration

2.5
task

activity or sequence of activities that form a stage in manufacturing the product

2.6

technologicalsehicle (T\I)

hybrid stIucture that demonstrates process repeatability and involved characteristics

2.7

technology characterization vehicle (TCV)

structure

2.8

to study intrinsic failure mechanisms and their distribution

technology review board (TRB) or equivalent organization

primary d
all functi

rganization for the manufacturing line or task. A TRB wijll consist of representatives of
bns described in total quality management (TQM)/Plan, such as marketing, sales,

design, téchnology development, fabrication, testing and quality assurance as applicable

3  Prin

QML listd
facturing
quality cd

The prim
equivalern

The qual

ciples for qualified manufacturer list (QML) approval

nformance inspections on each product.

t organization.

subcontractor meet the requirements of IEC 61739.

As the teg
through 1
modify, g
shall be 1

chnology matures and reliability and quality data are accumulated, the man

otified of such actions through the status report.

d manufacturers shall be able to produce products utilizing an approved manu-
line without the need for extensiyve' qualification testing and end-of-manyfacturing

ary organization for control)of the qualified manufacturing line shall be th¢ TRB or

fying manufacturer-shall ensure and document that any tasks to be performmed by a

ifacturer,

he total gquality management (TQM) plan and technology review board (T|RB) may
ubstitute or delete tests and/or screens. The national supervising inspectorate (NSI)

3.1 Ide

ntification and definition of tasks

This guideline identifies six tasks with interfaces which detail the specific requirements for the
design and manufacturing of ICs.

311 P

rocess design (see clause 4)

This is the design of the semiconductor process including modification and publication of the
process parameters and related process design rules in the form of written text and/or
computer files.
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3.1.2 Conception de CI (voir article 5)

CEI:1999

Il s'agit de la conception de circuits intégrés conformément aux exigences des clients, comme
défini par les spécifications de produit ou autres.

3.1.3 F

abrication des plaquettes (voir article 6)

Il s'agit de la réalisation physique de CI sur des substrats sous TQM.

314 C

aractérisation de procédé (voir article 7)

La caractérisation de procédé est l'extraction de toutes les informations nécessaires pour

calheantian.

confirmer+

3.15 A

Cela incl
de produ

3.1.6 H

Ce sont |

3.2 Spe

Pour les
établissa
enregistr
spécifica

La spécification Cl du client ne peut étre, publiée que lorsqu'elle est approuvée conj

par le foy

4 Con

4.1 Do

Le syste
filiere do
nécessai
étre capd

ssemblage et encapsulation (voir article 8)

It les opérations depuis la réception des plaquettes (ou des puces)yjusqu'a Ig
ts encapsulés.

ssais (voir article 9)

s essais de conformité aux spécifications.

bcifications de produits

produits standard ou catalogue, les fabricants doivent publier les spég
Nt les procédés de fabrication utilisés.” lls doivent également cons
bment des produits avec leur ONS«{De telles spécifications peuvent
ions particuliéres enregistrées par la«€EIl ou des feuilles de fabricant publiée

rnisseur et le client.

ception de filiere (métier 1)

maine de compétence

ne de gestion de la qualité doit étre totalement décrit. Le centre de conc
t étre responsable de la gestion de la qualité, et doit avoir mis en place l'org
e, y compris la mise en place d'un TRB et des outils nécessaires. Le fabr,
ble deprouver cela a la satisfaction de I'ONS avec des résultats objectifs.

livraison

ifications
Prver un
étre des

D.

intement

eption de
anisation
cant doit

4.2 Description des activites

Le fabricant doit définir et documenter les procédures et les activités du centre de conception
de filiere, y compris les régles de conception et les sorties, I'archivage, la vérification et la
validation.

4.3 Interfaces et procédures de sous-traitance

4.3.1 Interfaces avec le client

Les exigences sur les interfaces avec le client et les procédures doivent étre décrites.
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3.1.2 IC design (see clause 5)

This is the design of integrated circuits in accordance with customer requests as defined by
product or other specifications.

3.1.3 Wafer fabrication (see clause 6)

This is th

314 P

e physical realization of ICs on substrates under TQM.

rocess characterization (see clause 7)

Process characterization is the extraction of all the information required to confirm the process

design.

3.15 A

This incl
products

3.1.6 T

This is ve

3.2 Prg

For stan
processe
specifica

manufacfurer’s data sheet.

A custom

customer.

4  Prog

4.1 Fie

The syst
design c{
the nece

able to s¢ demonstrate to the satisfaction of the NSI with objective results.

ssembly and packaging (see clause 8)

ides a series of operations from receipt of wafers or chips to_supply of

est (see clause 9)

rification of conformance to specifications.

duct specifications
Hard or catalog products, manufacturers¢shall publish specifications sta

s are employed. They shall also maintain>a register of products with their N
ions may be any registered IEC sdetail specification (DS) or any

IC specification may be published only upon agreement between the suf

ess design (task 1)

d of application

em of procéss design quality management shall be fully documented. The
enter shall<be responsible for the management of quality and shall have es
Esary organization, including a TRB and tools for this purpose. The supplie

backaged

ing what
SI. Such
bublished

plier and

process
tablished
shall be

4.2 Description of activities

The manufacturer shall define and document procedures and activities of the process design
center, including design rules and outputs, archiving, verification and validation.

4.3 Interfaces and subcontracting procedures

4.3.1 Customer interfaces

Custome

r interface requirements and procedures shall be documented.
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4.3.2 Sous-traitance

La sous-traitance d'une quelconque activité doit étre conforme aux exigences de la QML.

4.3.3 Fabrication de masques ou activité équivalente (si applicable)

Tous les fabricants de masques approuvés par le centre de conception de filiére doivent étre
identifiés.

4.3.4 Laboratoires d'essai

Lorsque des laboratoires d'essai extérieurs sont employés, leur identification, le domaine
d'activité retHesHmites-de-ecapabiiteatnstauetesqualifteattonsdetventStre—déertes

4.3.5 Fonderies de fabrication de plaquettes

Le centrg de conception de filiére doit établir la liste de toutes les fonderies.-pour legquelles il
congoit upe filiére, ainsi que l'identification des filieres pour chacune d'entre elles.

Leurs qdalifications doivent étre détaillées, ainsi que les procédures, spécifications et
exigencep d'interface, y compris l'identification des régles de conception correspondantes, les
véhiculed de test, la caractérisation de filiere et les méthodesde contrdle et les résyltats, les
dimensiohs critiques ainsi que les spécifications de transfertide filiere.

4.3.6 Assemblage/encapsulation

Toutes lgs exigences particuliéres pour I'assemblage et I'encapsulation doivent étre gétaillées
dans les régles de conception.

4.4  Prdcédures de conception et vérification des modeles
Les procgdures pour la création, la vérification et la validation, aussi bien que I'intégration des
regles d¢ conception et des élémeénts de librairie, doivent étre établies pour chaque outil
qualifié.
4.4.1 (Qréation
Les descriptions des filieres pour la création et l'installation de nouveaux éléments de|librairies

(et de blacs, cellulesyréseaux, etc.) doivent étre documentés dans les manuels de cpnception
applicablges pour fes.librairies, la topologie et la conception de circuit.

4.4.2 \jérification

Les procedures utilisees pour la veérification et la validation des caractéristiques, ainsi que les
régles d'application pour les éléments de librairies doivent étre spécifiées.

4.5 Procédures d'intégration et de validation
4.5.1 Intégration
La méthodologie mise en oeuvre pour vérifier, valider et intégrer un nouvel élément de librairie

doit étre spécifiée. Elle précise les outils, le mode opératoire, et les procédures d'assurance de
la qualité associées au procédé décrit.
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4.3.2 Subcontracting

Subcontracting of any work shall comply with the requirements of the QML.

4.3.3 Mask making or equivalent activity (if applicable)

All mask makers approved by the process design center shall be identified.

4.3.4 Test laboratories

Where external test laboratories are employed, their identification, scope and limits of
capability and qualifications shall be documented.

4.3.5 Wafer-fabricant

The prodess design center shall list all wafer-fabricants for which they design pfocesses,
together with identification of the processes for each of these.

The qualjfications of each wafer-fabricant shall be documented together with the procedures,
specifications and interface requirements. This shall include identification of the| relevant
design rdles, test vehicles, process characterization and controlN\méethods and results, critical
dimensiops, and process transfer specifications.

4.3.6 Assembly/packaging

All requirements for assembly/packaging shall be detailed in the design rules.

4.4  Prdcedures for design and verification of models

The progedures for creation, verification and validation, as well as the integration pf design
rules and library elements, shall be stated for each tool qualified.

4.4.1 (Qreation

Descriptipns of the processes for creation and installation of new library elements (and blocks,
cells, arrays, etc.) shall be-documented in the applicable design manuals for library, Igyout, and
circuit dejsign.

4.4.2 \Verification

The procpdures-employed for verification and validation of characteristics and application rules
for library elements shall be specified.

4.5 Procedures for integration and validation
4.5.1 Integration

The methodology used to verify, validate and integrate a new library element shall be specified.
It identifies the tools, the operating mode and the quality assurance procedures related to the
described process.
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4.5.2 Validation

Le centre de conception doit spécifier la méthode et les outils qui permettent de comparer les
résultats de la simulation du schéma extrait du routage (simulation de transfert) & ceux de la
simulation logique de I'élément de librairie en réponse aux vecteurs de test.

Enfin, il doit étre précisé comment et sur quels éléments est vérifiée l'exactitude des
caractéristiques temporelles, et comment sont recoupés les résultats de simulations analo-
gigues sur chemins critiques, avec ceux des simulations logico-temporelles aprés routage.

5 Conception de circuits intégrés (métier 2)

5.1 Dopmaine de compétence

Le métief 2 inclut I'ensemble des informations qui définissent le savoir-fairesrevendiqué et
définit lg type de circuits pour lesquels le centre de conception s'estimé compgtent, en
précisant
— la clapse de circuits réalisables (analogique, logique, mixte);

— le ou[es matériaux semi-conducteurs: silicium, AsGa;

— les filleres technologiques: MOS, MOS/SOS, bipolaire;

— les teghnologies: analogique, I12L, logique a émetteur couplé (ECL);
— les mgthodes d'assemblage;

— les encapsulations.

Le centr¢ de conception définit les documents:qui initialisent son activité et qui indiquent

comment les résultats sont décrits et documehtés, ainsi que les métiers qui doivent §tre sous-
traités.

5.2 Description des activités

Le présgnt paragraphe comprend*un ou plusieurs diagrammes de cheminement |décrivant
toutes les étapes de l'activité du.centre de conception, y compris:

— la spécification technique de besoin;

— le dogsier de spécification des blocs;

— le dogsier d'étude-de blocs;

— le dogsier dintégration précisant les contraintes de placement et de routage;
— les simuylations;

— les schemas ettatiste deterns;
— le résultat des extractions des topologies;
— les simulations aprés routage;
— le dossier de justification;
— le dossier de conception comprenant les documents et outillages utiles a:
« la fabrication des masques pour le circuit intégré;
¢ l'assemblage et I'encapsulation;
* l'ingénierie et la réalisation des essais;
e |'évaluation des prototypes;
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4.5.2 Validation

The design center shall specify the methods and tools used to compare the simulation results
of the schematic issued from layout (switch simulation) with the logic simulation results of the
library element, in response to the test vectors.

It shall also describe how and which elements are used to check the accuracy of the dynamic
characteristics, and how they are compared and correlated to the analog simulation results on
critical paths with the logical dynamic simulations after layout.

5 Integrated circuits design (task 2)

5.1

Task 2 inpvolves all information which defines the claimed capability and defines th
circuits for which the center claims competence. Details are given on:

— class|of circuits covered (analog, digital, mixed function);

— semigonductor material(s): GaAs, Si;

— process: MOS, MOS/SOS, bipolar;

— technplogies (analog, 12L, emitter coupled logic (ECL));

— assembly methods;

— packaging.

The design center defines the documents which initialize the activity and which show
results afe described and documented as well as.what tasks are to be subcontracted.

5.2

This subclause describes one or .more flows covering all the steps of the deg
undertaken by the design center, in¢luding:

— the tegchnical need specification;

— the blocks specificatiop-file;

— the blocks study file;

— the integration filexdescribing the place and route constraints;
— simulgtions;

— schemati¢sjand netlist;

— layou_extraction results;

Field of application

Description of activities

e type of

how the

ign work

— postrouting simulation;

— the justification file;

— the design file which includes documents and tools dedicated to:

mask/reticle tooling for the IC;
assembly and packaging;
engineering and test production;
prototype evaluation;
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validation du programme d'essai;

* les enregistrements de résultats de test;

e les procédures d'analyse de défaillance;

e les procédures d'analyse de non-conformité;

e J|a

spécification technique du produit;

* les procédures de mise a disposition;

¢ les procédures d'archivage et de suivi;

* les procés-verbaux de revues de spécification, de conception et de fin de conception.

5.3 Intgrfactes

5.3.1 Interface avec la conception CAO de filiere

L'accent pst mis sur les points suivants:

— gestign de la mise a jour de la configuration logicielle et des librairies;

— compptibilité ascendante;

— documentation;

— tracabilité;

— limitep d'utilisation (précision des modeles);

— utilisgtion des outils de vérification: contréle des\régles de dessin (DRC), contréle des
regles électriques (ERC), vérification de I'implantation par rapport au schéma (LVS).

5.3.2 Interface avec le client

Le centr¢ de conception définit sa politique quant a la participation du client aux| diverses

phases spivantes de l'activité de conception:

— rédadtion de la spécification techhique de besoin;

— conception;

— simulgation fonctionnelle;

— simulgation orientée test;

— placement et roatage;

— caractérisation-et évaluation des prototypes.

Il est de la fesponsabilité du centre de conception de s'assurer que les regles de congeption et

de réalishtion propres a la filiere concernée sont bien respectées. Il est pareillement de la

responsabilité du centre de conception de vérifier que la méthodologie d'essai mise en oeuvre
permet de satisfaire a toutes les exigences de la spécification technique de besoin.

5.3.3 Masques/outillage

Le centre de conception établit la liste des fabricants de masques. Pour chacun des fabricants
de masques, le centre fournira les informations suivantes:

— le nom,

— l'adre

sse, et

— le type d'outillage fabriqué.
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5.3

5.3.1

Details a

5.3.2 (
The desi
following
— writin
— desig
— functi

The desi
to the idd

e test program validation;

e test results records;

« fa

ilure analysis procedures;

¢ nonconformance analysis procedure;

« the technical specification of the product;

e re

e re

lease procedures;
cording and follow-up procedures;

¢ minutes of specification, design, and end-of-design reviews.

Intq

M

management of software configuration and library updates;

upwa
docu

traceability;

usagse

usag
versu

test-g

place

chardcterization and evaluation of prototypes.

eTfaces
terface with CAD process design

e given on the following points:

d compatibility;
hentation;

limits (model accuracy);

of verification tools: design rules check (DRE), electrical rules check (ER(
s schematics (LVS).

ustomer interface

riented simulation;

and route;

gn{eenter is responsible for the application of the design and fabrication rulg

C), layout

gn center defines its policy related to the involvement of the customer during the
design steps:

j the technical need specification;

n;

pnal simulation;

s related

ntified technology. It is also responsible for the correct test methodology t

fulfil the

requirements of the technical need specification.

5.3.3

Masks/tooling

The design center lists the mask makers it uses. For each of the mask makers, the center
provides the following:

name

address, and

type of tooling manufactured.
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5.3.4 Fabrication des plaquettes

Le centre de conception décrit brievement les opérations qui sont prises en charge par le
fabricant de plaquettes et y inclut les détails des dispositions prises durant la phase de
conception initiale pour couvrir les points suivants:

a) revues de conception;

b) disponibilité des régles de conception spécifiques au procédé, y compris le degré de liberté
concernant les caractéristiques physiques et électriques;

c) notification des changements de procédé qui peuvent affecter la conception, les carac-
téristiques physiques et électriques et les performances;

d) conc

ption et acceptation des moniteurs paramétrigues (PM) et des composant

ation [standards (SEC).

Le centrdg

la forme [sous laquelle les circuits doivent étre livrés en phase prototype puis, en pha

Cette deq

— lalistg des fondeurs qualifiés pour produire le composant;

— les dd
— les e

5.3.5 Assemblage et encapsulation

Le centrg de conception décrit les opérations réalisées par le sous-traitant ¢

'assemb

pour cha¢un d'eux:

— les nd

— les technologies utilisées;
— laliste de documents et outillages a fournir au sous-traitant;

— la list
circui

de conception décrit succinctement les opérations réalisées par le fondeur ¢

cription comprend:

cuments et outillages a mettre a disposition du fondeur;

igences de tracabilité.

age et de l'encapsulation. Il établira unediste des sous-traitants agréés et

m, adresse du sous-traitant;

e des documents, enregistrements, etc. qui doivent accompagner la livrg
s encapsulés.

d'évalu-

bt précise
\1se série.

nargé de
précisera

ison des

5.3.6 Essais

Le centrd de congeption établit une liste des laboratoires d'essais agréés.
Pour chafun 'd'eux, il précisera ce qui suit:

— les nom, adresse,

— les types d'intervention réalisables;

— laréférence de l'appareillage d'essai;

— une description des documents et outillages échangés entre le laboratoire d'essai et le
centre de conception.
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5.3.4 Wafer fabrication

The design center briefly describes the operations carried out by the wafer manufacturer and
includes details of the arrangements made during the initial design phase to cover the following

topics:

a) design reviews;

b) availability of process design rules, including allowable variation of the physical and

electr

ical characteristics;

c) notification of process changes that could affect design, physical and

chara
d) desig

cteristics and performance;

electrical

and acceptability of parametric monitors (PM) and standard evaluation components

(SEC).

The des
specifies
This des
— listing
— docu

gn center briefly describes the operations carried out by the wafer-fabri
in which form the circuits shall be delivered for prototyping and_for-full pr
ription includes:

of wafer manufacturers qualified to produce the circuit;

hents and tools to be transferred to the wafer manufactureér;

— traceability requirements

535 A

The desi
packagin

— name
— techn
— list of
— list of

5.3.6 T
The desi

For each

— hame

ssembly and packaging

gn center describes the work done by any.subcontractor performing asse
0. The center establishes a list of qualified’subcontractors with details on:

and address of the subcontractor;

plogies covered;

documents and tools to be dehvered to the subcontractor;
documents, records, etc:»to be delivered with the packaged circuits.

est

jn center lists_qualified test laboratories.

of them( it'specifies the following:

and address;

— possi

cant and
oduction.

mbly and

leintervention types:

— identification of the test equipment;

— description of the documents and tools exchanged between the test laboratory and the
design center.
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5.3.7 Interface entre I'essai et la conception

L'accent est mis sur les points suivants:

— la testabilité;

— les régles de conception pour minimiser les mécanismes de défaillance;

— la génération des programmes d'essai;

— I'évaluation de l'aptitude de I'essai & mettre en évidence les défauts.

54 Pro

cédures de conception et vérification

5.4.1 Hvaluation de I'adéquation des simulations par rapport a la spécification

—

q
Au minim

— descr

— analype du déroulement chronologique et du chemin critique.

5.4.2 Vjérification de la topologie

Le préseg
globales

des informations nécessaires et complémentaires relatives a la conception et qui ne

mentionn|
a) Défin
b) Défin
c) Fiabil

55 Prg

551 (

un progt
informati

552 (

Le centrq

chnique de besoin
um, les points suivants sont traités:

ption algorithmique de la simulation fonctionnelle;

nt paragraphe décrit les régles de conceptionyspécifiques au procédé et
pour une conception donnée. De la méme facon que pour les éléments dd

ees dans la feuille catalogue (si applicablg) doivent étre indiquées ici.

tions géométriques et limites physiques
tion électrique
té — électromigration/densité dé)courant

cédure de validation
riteres relatifs auxmecanismes de défaillance

amme doit étre/mis en place par le centre de conception pour fournir t
bns utiles surle procédé et la zone d'essais afin d'éviter des problémes de fig

riteres-d'essai

qui sont
librairie,
sont pas

putes les
bilité.

p«de” conception décrit ici sa politique pour vérifier la conformité a la spé

cification

techniqu

de pesoln etles maoyens gul sont utlises.

Il établit clairement si I'écriture, la mise au point et la mise en oeuvre des programmes d'essai
sont réalisés par lui ou sont sous-traités a un laboratoire ou un fondeur agréé, et comment ces
opérations répondent aux exigences de l'essai.

Il est don

née une description de la méthodologie concernant ce qui suit:

— I'évaluation et les essais de caractérisation de prototype (si applicable);

— [I'évaluation et les essais sous pointes réalisés sur les plaquettes;

— [I'évaluation et les contrdles sur produit fini;

— [I'évaluation et les tests d'investigation en vue d'analyse de défaillance.
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5.3.7 Interface between design and test

Details are given on the following:

— testability;

— design rules to minimize failure mechanisms;

— generation of test programs;

— evaluation of fault coverage.

5.4 Procedures for design and verification

54.1 V|
As a min

— functi
— timing

542 L
This parg
specific

informati

a) Geom
b) Electi
c) Relia

5.5 Val

551 (

alidation of simulation results against technical needs specification
mum, the following points are covered:

pnal simulation algorithm description;
and critical path analysis.

pyout verification

graph addresses specific design rules, which are_process-oriented and glob
design. As in the case of library elements, -necessary additional desid
bn which is not mentioned in the data sheet (if<applicable) shall be given here

etric definitions and physical limits
ical
ility — electromigration potential and current density

idation procedure

riteria related to failure ‘mechanisms

A prograr shall be put in ptace by the design center to ensure provision of information
n

process

55.2 T

The desi
means uj

d test area toayvoid reliability problems.

est criteria

jn center describes its policy in accordance with the technical need specific
ed.

nl for one
n-related

from the

ation and

It clearly identifies whether test program writing, control and execution are done by the center
or are subcontracted to a qualified laboratory or foundry, and how these operations correspond
to the test requirements.

A description is given of the methodology with regard to the following:

— evaluation and tests on characterization of prototypes (if applicable);

— evaluation and tests on wafers (probing);

— evaluation and control of finished products;

— evaluation and tests to investigate failure mechanisms.
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estion des logiciels

Les procédures pour la gestion des logiciels doivent étre décrites et comprennent au minimum:

a) Utilisation des logiciels

Le centre de conception fait la liste des logiciels qu'il utilise en précisant ce qui suit pour
chacun d'eux:

- la
- le

fonction (exemple: simulateur logico-temporel);
nom, la référence, la version et l'indice;

— les nom et adresse du fournisseur;

- la

machine cible et les exigences de fonctionnement;

- le

le|logiciel;
— lep conditions d'installation, d'emploi et de maintenance;
— le[plan qualité logiciel.
b) Procddures d'acceptation des logiciels
c) Incorporation dans le systeme de conception
d) Maintenance du logiciel
e) Capapilité du fournisseur de logiciel:
— portabilité;
— transparence.
6 Fabrnication de plaguettes (métier 3)
6.1 Domaine de compétence

Le métie
La descri

dans leq
qualité.

6.2 De

Le métie
utilisé pd

5 références d'agrément des sous-traitants pouvant utiliser des données prag

3 peut avoir une interfacelavec d'autres métiers internes ou externes.

ption qui suit s'inscrit. dans le cadre d'un concept de gestion de la qualité totg
uel le centre desfabrication de plaquettes concerné est responsable de 9

scription, des-activités

3 donne la liste des principaux critéres de description d'une technologie. Il
ur_définir les étapes et parameétres critiques illustrant la technologie et lg

uites par

e (TQM)
a propre

doit étre
procédé

utilisés.

6.2.1 Matériau de la plaquette
a) Substrat

b) Interc

onnexion

c) Couches diélectriques

d) Dépot protecteur (vitrification)
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5.5.3 Software management
Procedures for software management shall be documented and include as a minimum:

a) Software handling
The design center lists the software used and provides details on the following:
— function (example: logic and dynamic simulation);
— hame, reference, version and index;
— name and address of the supplier;
— software platform and operating requirements;

— agreementof-stubeontractorsaceepting-the-datageneratetby-the-software:
— implementation, use and maintenance conditions;
— saqftware quality monitoring.
b) Software acceptance procedures
c) Incorporation into the design system
d) Software maintenance
e) Vendor software capability:
— portability;
— transparency.

6 Wafer fabrication (task 3)

6.1 Fie|d of application

Task 3 may interface with other internal Oy external tasks.

The following description is madesaccording to a total quality management (TQM) cpncept in
which thg wafer fabrication center-is responsible for its own quality.

6.2 Description of activities

Task 3 lists the majar. criteria used to describe the technology. It shall be used to defline steps
and critical parameters illustrating the technology and process used.

6.2.1 Wafef materials

a) Substrate

b) Interconnection
c) Dielectric layers
d) Protective overcoat (glassivation)
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6.2.2 Techniques de réalisation de la plaquette (niveau par niveau)

a) Photolithographie, y compris, le cas échéant, la technique de réalisation des masques
b) Dopage

c) Gravure

d) Dépbt des couches

e) Oxydation

f) Couverture de marche

6.2.3 Classification des opérations fondamentales et essentielles

6.2.3.1 |Caractéristiques fondamentales
a) Lieu de fabrication
b) Techmologie de base
c) Nature mécanique du substrat
d) Monofmultiniveaux d'interconnexion
e) Mode|d'isolement (jonction, diélectrique, etc.)
f) Naturge de la grille MOS (Al, poly, etc.) et du diélectrique
g) Nature de I'émetteur bipolaire (muré, non muré)
h) Technpiques de réalisation

— photooptique, faisceau d'électrons

— diffusion, implantation

— dépbt, croissance

— grfavure humide, gravure séche

— photogravure, arrachement (lift-off)

— éyaporation, pulvérisation

6.2.3.2 |Caractéristiques essentielles

a) Nature des matériaux

b) Changement de.résine

c) Changgementde SEC, PM, TCV

d) Rétrécissement gardant le circuit dans les limites quantitatives

e) Chenljinjdé découpe

6.2.3.3 Limites quantitatives physiques et électriques

6.2.3.3.1 Limites physiques
a) Epaisseur des couches des produits finis
— vitrification
— métallisation/polysilicium
— isolant intermétallique
— oxyde de grille
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6.2.2 Wafer processing techniques (each layer)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

6.2.3

Photolithography including the reticle/mask tooling

Doping

Etchi

ng

Layer deposition

Oxidation

Step

6.2.3.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Fabri

Basic|technology

Mech

Monof or multi-level interconnection
Isolatjon mode (junction, dielectric, etc.)
Nature of the MOS (metal-oxide semiconductor) gate (Al, paly, etc.) and of the diel
Naturge of the bipolar emitter (walled, non-walled)
Procgssing techniques

— photooptic, electron beam

— i

— deposition, growth

- W

— photoetching, lift-off
— eyaporation, sputtering

6.2.3.2

a)
b)
c)
d)
e)

Natur,

Resin change

SEC,
Shrin
Scrib

coverage

Classification of fundamental and essential operations

Fundamental characteristics
cation site

anical nature of the substrate

fusion, implant

bt etching, dry etching

Essential characteristics
e of materials

PM, TCV change
age“leaving the circuit within the quantitative limits
b line

ectric

6.2.3.3 Quantitative physical and electrical limits

6.2.3.3.1 Physical limits

a)

Layer

thickness of final products

— glassivation

- m

etallization/polysilicon

— interlevel dielectric

— (gate oxide
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oxyde d'isolement (LOCOS)

épitaxie

diffusion

b) Dimensions en surface

surface de la pastille

dimensions des plages de raccordement des pastilles
chemin de découpe

largeur et pas de métallisation

contacts et vias (largeur et espacement)

61943 0O CEI:1999

gl'“c (ialgcw et iungut:m)
tajlle du contact émetteur (bipolaire)
lafgeur de base des NPN et PNP latéraux

lafgeur minimale de l'isolement entre zone active

c) Tolérance de superposition (recouvrement/alignement)

mgtal/contact (%)
gifille/LOCOS (en micromeétres)
émetteur/base (en micrométres)

d) Propqrtion des alliages et diélectriques dopés

e) Diametre plaquette

f) Epaigseur finale de la pastille

g) Facelarriere

6.2.3.3.2| Limites électriques

a) Reésistivité
b) Claqyages grille (MOS) et BVEEO (bipolaire)
c) Tension de seuil

6.3 Int¢rfaces

6.3.1 Maitrise desfournisseurs de matériels et d'équipements — Capabilité des équipements

Les équipements utilisés pour la fabrication du composant d'évaluation standard (SEC), le
véhicule gelcaractérisation technologique (TCV), le moniteur paramétrique (PM) et le$ produits
finis doivent pnceérlnr une. Qpér‘ifir\:\finn qlli décrit les pnram&frnc r‘l"ifiqllﬂC

6.3.2 Plan d'acceptation des plaquettes

Le fabricant doit décrire et démontrer I'efficacité d'un plan d'acceptation des plaquettes basé
sur les mesures de performances. Ce plan peut inclure des critéres électriques et visuels.

6.3.3

Exigences concernant les masques et réticules

Tous les masques doivent étre sous le contréle d'un programme d'inventaire qui identifie
I'inspection et la recette des masques pour la fabrication, I'utilisation qui en est faite, les cycles
de nettoyage et de réparation.
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— isolation oxide (LOCOS)
— epitaxy
— diffusion
b) Surface dimensions
— die area
— pads dimensions
— scribe line
— width and metal step
— contacts and vias (width and step)

— gatetwidthandtength)
— emitter contact size (bipolar)
— laferal PNP and NPN base width
— agtive zone isolation minimal width
c) Allowpble interlayer misalignment
— metal/contact (%)
— gate/LOCOS (in micrometers)
— emitter/base (in micrometers)
d) Dopefl and alloy dielectric proportion
e) Wafel diameter
f) Die fipal thickness
g) Backside treatment

6.2.3.3.2| Electrical limits

a) Resigtivity

b) Gate (MOS) and BVCEO (bipolar) breakdowns
c) Threghold voltage

6.3 Interfaces
6.3.1 Managementof equipment and materials suppliers — Equipment capability
The equipmentiused for the manufacturing of the standard evaluation component ($EC), the

technology<characterization vehicle (TCV), the parametric monitor (PM) and the| finished

products shall have a cpnr‘lflr‘ahnn which describhes the critical pnrnmnfnrc

6.3.2 Acceptance plan for wafer

The manufacturer shall document and demonstrate a wafer acceptance plan based on
performance measurements. This plan may include electrical and visual criteria.

6.3.3 Mask and reticle requirements

All masks shall be under inventory control using mask inspection and release for
manufacturing, tracking of usage, cleaning and repair cycles.
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6.4 Procédure de validation

641 P

rogramme de maitrise statistique du processus (SPC), applicabilité

CEI:1999

Les opérations critiques a contrdler sont déterminées par le fabricant sur la base de son
expérience et de sa connaissance des processus. Les données qui en sont issues sont
analysées par des méthodes de SPC appropriées pour déterminer leur efficacité en matiére de
maitrise du processus.

La liste qui suit est un guide pour le fabricant et donne les processus critiques a contréler.

— Contr

Ole d'entrée des masques et matériaux entrant dans la fabrication

— Equi
— Conc
— Epais
— Photg
— Epais
— Toute
— Inspe
— Donn
— Essai
— Véhig
— Procé

efreftsttitiséspourtafabricationdesptaguettes
bntration des matériaux dopants

seur de passivation et de vitrification

lithographie (photo et gravure)

seur des dépb6ts métalliques

s les données d'essai de fiabilité dont celles du SEC
ction des masques et densité de défauts

bes d'essai du moniteur paramétrique (PM)
d'acceptation de la plaquette

ule de caractérisation technologique (TCV)

dures de reprises photosensibles

— Implantation ionique

— Préps
— Critern
6.4.2 (

Pendant
capabilitd

6.4.3 V

Le chem
conformit

ration de la face arriére de la plaquette
es d'acceptation des essais sous pointes de la plaquette

apabilité du processus

la phase de certification, le fabricant doit démontrer son aptitude a é
du processus enterme de qualité, fiabilité et capacité effective de produire.

alidation technologique

nement\technologique du fabricant est inspecté dans son ensemble pour
é.

valuer la

érifier la

6.44 F

Loras - ! 1 -
auritdtiurit ucs Pdiagyuciics

La séquence de fabrication destinée a produire les plaguettes terminées doit étre établie avec
des limites définies pour chacune des étapes de fabrication. Ces limites doivent étre
spécifiées.
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idation procedure

6.4.1 Statistical process control (SPC) program, applicability

The critical operations to be monitored are determined by the manufacturer on the basis of the
accumulated history of the process. The data coming from the process line are analysed
according to SPC methods to determine the efficiency of their application in the control

process.

The following list is a guide for the manufacturer in determining critical processes to be
monitored.

— Incoming inspection of mask and materials used for fabrication

— Wafe

— Dopirlg materials concentration

— Passiyvation and glassivation thickness

— Photdlithography (photo and etching)

— Metalllayers thickness

— All reliability test data including SEC

— Maskg inspection and error density

— PM tgst data

— Wafe[ acceptance test

- TCV

— Photqgresist rework procedures

— lon implant

— Wafef back preparation

— Wafe[ probing acceptance test criteria

6.4.2 Process capability

During tHe certification phase, the manufacturer shall demonstrate his ability to evg
process ¢apability in terms of quality, reliability and effective capability to run productid

6.4.3 T

The tech

- fabrication equipment

echnology«walidation

nology flow chart of the manufacturer is audited as a whole to verify conformg

6.4.4 W

e Sy drgat b
all Tauticatiorl

luate the
n.

nce.

The fabrication flow leading to the finished product shall be established, with clear limits for
each fabrication step. These limits shall be specified.
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7 Caractérisation de procédé (métier 4)

7.1 Domaine de compétence

La caractérisation et la modélisation tels que décrits ici se limitent a un procédé déja
développé, et s'opérent dans ce cadre-la. Les objectifs garantissent la qualité de ce qui sort de
la fabrication des plaquettes, et fournissent les outils pour la conception de nouveaux circuits
intégrés.

7.2 Description des activités

7.2.1 Caractérisation

a) Caragtérisation (électrique)

— Eyolution des parametres électriques (distribution de ces parametres,| analyse
stptistique, caractérisation en température et en tension)

— FiKer les limites d'acceptation en accord avec la fabrication de plaguettes
b) Caragtérisation (variation de procédé)

— Mepsure des valeurs typiques de distribution de procédé efrparametres du cgs le plus
défavorable comparés aux composants principaux de la bibliotheque

c) Simulation

— En entrée: modéle du composant (modele mathématique), valeurs des pdrametres
physiques et électriques

— Enf sortie: modeéle de simulation
d) Moyehs de mesure calibrés
e) Test paramétrique

7.2.2 Regles topologiques
a) Des tplérances des équipements-sont fournis par le fabricant de plaquettes pour:
— laJdétermination des:
| régles dans un mé&me plan (espacement);
« | regles d'alignement et regles d'empilement (coincidence de marches);

» | regles liées+a des problémes électriques (gardes électriques) avec les cas les plus
défavorables;

— la|vérification de ces regles: véhicules de test;

— lep.regles pour les outils de vérification DRC et ERC;

— la gestion des exceptions (exemple: point mémoire pour chaque type de circuit);

— la tracabilité: vérification de conformité lors d'un changement de version de logiciel
d'application et d'une introduction d'un nouvel algorithme de description de régles
topologiques.

b) Routage: les niveaux cachés (ou complémentaires) peuvent étre calculés a partir de régles
connues et documentées (si applicables).

c) Régles de protection: définition des regles de protection et d'une bibliothéque de cellules
de protection dont on connait les limites en décharge électrostatique (ESD).

d) Reégles de blocage: régles de prévention du blocage.
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7 Process characterization (task 4)

7.1 Field of application

The characterization and modelling as described here are limited and are carried out within a
process already developed. The objectives demonstrate the quality of the wafer-fabricant
output and provide data for the design of new ICs.

7.2 Description of activities

7.2.1 Characterization

a) Chargcterizationm(etectricat)

— Electrical parameter drift (parameter distribution, statistical analysis, temperthure and
vqltage characterization)

— Determine acceptance limits with the wafer-fabricant agreement
b) Charqcterization (process spread)

- easures of typical process distribution values and worst case parameters compared to
main library components

c) Simulation

— Input: component model (mathematical model), ~values of physical and |electrical
parameters

— Ouptput: simulation model
d) Gauged measurements tools
e) Parametric testing

7.2.2 Tlopology rules
a) Equipment tolerances are supplied-by the wafer fabricant for:
— determination of rules:
« | rules on the same {plane (spacing);
« | alignment rules(and superposing rules (step coverage);
« | rules related te’electrical problems (electrical guards) including worst cases;
— varification of-these rules: test vehicles;
— rulles for BRC and ERC checking tools;

— dealing-with deviations (example: memory point for each type of circuit);

- tr software

and introduction of a new algorithm

for topology rules description.
b) Routing: blind (or complementary) layers may be calculated from known rules and
documented (if applicable).

c) Protection rules: defining protection rules and protection cells library with known
electrostatic discharge (ESD) limits.

d) Latch-up rules: rules preventing latch-up.
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e) Comportement thermique: régression etc./coefficient thermique:

— fichiers de conception;
— description du PM et du TCV.
f) Les parametres doivent étre spécifiés dans la gamme de température spécifiée.

g) Régles de situation et de proximité liées aux gradients de température.

7.3

7.3
a)
b)

d)

7.3

7.4

Nl

2 8

Interfaces

Spéci

Informations nécessaires a la caractérisation

fication de base du procédé

Parar
- ré
— &y
- ré
— i
- te
ST
- te

n

- te
Varia
- lo

lin
Outils
- ol

Vieilli
TDDH
Electt
Contd

Prg

hetres physiques et électriques
solution et précision

aisseurs de couches

sistance R2, résistivité

nites dimensionnelles

hsions de claquage

lins

hsion d'EARLY (bipolaire)
hsion de seuil MOS parasite
ion de procédé

s avec variation de paramétres (lot de plaquettes) réalisés pour déterming
hites (réalisés avec des composants de‘bibliothéque)

d'évaluation

tils de simulation (format, langage)

uivi de la fiabilité intrinséque
5sement aux électrons chauds (si applicable)

omigration
mination

cédures de caractérisation

r les cas

Les documents produits par les données de caracterisation sont partagés avec les centres de
conceptions. Au minimum, les données suivantes doivent étre partagées:

carac

téristiques générales du procédé;

régles électriques intrinséques (y compris les valeurs maximales et les régles de fiabilité
(limites de courant et de tension, etc.) applicables a la technologie utilisée);

simulations (y compris bibliothéque de composants);

cas le plus défavorable;

DRC/

ERC/LVS;

cellules de protection.


https://iecnorm.com/api/?name=f7642b67e2293248e24f097a29d31e0c

61943 0O IEC:1999 - 33 -

e) Thermal behavior: derating etc./thermal coefficient:

— design files;

— PM and TCV description.
f) The parameters shall be specified within the required temperature range.
g) Location and proximity rules related to temperature gradient.

7.3 Interfaces

7.3.1 Inputs requested for characterization
a) Baseline specification of the process

b) Physical and electrical parameters

— resolution and accuracy

— layer thickness

— R#% resistance, resistivity

— geometric limits

— bneakdown voltage

— gain

— EARLY voltage (bipolar)

— parasitic MOS voltage threshold
c) Procqgss spreads

— logs with parameter spread (batch wafer) todetermine limits (using library compgonents)
d) Evalujation tools

— simulation tools (format, language)

7.3.2
— Hot cprrier ageing (if applicable)
— TDDH
— Electfomigration

ntrinsic reliability follow-up

— Contgmination

7.4 Characterization procedures

The docyments produced from the characterization data are shared with the design center. As
a minimum, the Tollowing dafa are to be shared:

— general characteristics of the process;

— intrinsic electrical rules (including maximum values and reliability rules (voltage and current
limits, etc) related to the technology);

— simulations (including components library);
— worst case;

— DRC/ERC/LVS;

— protection cells.
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8 Assemblage et encapsulation (métier 5)

8.1 Domaine de compétence

Le métier 5 concerne les métiers d'assemblage et d'encapsulation de circuits intégrés
monolithiques standard ou ASIC. Cette activité recoit des pastilles ou des plaquettes de la
fabrication et livre des bofitiers a I'essai.

Les types/technologies de boitier pour lesquels le centre d'assemblage demande l'agrément
sont les suivants:

— les familles de bofitiers visées;

— les techniques de soudure/interconnexion;
— les techniques de fermeture/techniques de moulage.

8.2 Description des activités
8.2.1 Matériaux et techniques

Le présept paragraphe décrit les tAches qui peuvent entrer dansile métier d'assemblape, et les
outils, parametres, matériaux ou pieces concernées.
a) Contrple des plaquettes:
— c@ractéristiques physiques
— épaisseur et planéité
— cqntrdle visuel
b) Décolipe (laser, sciage)
c) Manipulation et entreposage
d) Stockage
e) Formation de lot
f) Sélection optique (microstope)
g) Repoft eutectique (brasage)
— baotitiers
— puces
— gtlle, grillede connexions
—  pnéforme

—  matériaux mtercataites ou Ue COUVETtUTE UE ta PUTE
h) Report non eutectique (collage)

— réparations

— puces

— grille, grille de connexions

— boitiers

— composeés pour le collage

— matériaux intercalaires ou de couverture de la puce

i) Montage inversé
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8 Assembly and packaging (task 5)

8.1 Field of application

Task 5 covers the assembly and packaging of standard monolithic ICs or ASICs. This activity
involves receiving wafers or dies from the wafer fabrication and delivering packaged ICs to the
test activity.

The package types/technologies for which the assembly center asks for approval are the
following:

— target package families;

— bonding/interconnection techniques;
— sealinjg techniques/molding techniques.

8.2 Description of activities
8.2.1 Materials and techniques

This paragraph describes typical tasks, tools, parameters, materials or parts involved in the
assembly process.
a) Wafel inspection
— physical characteristics
— thjckness and flatness
— visual inspection
b) Cuttirjg, dicing, sawing
¢) Handl|ing and storage
d) Stocking
e) Lot fgrmation
f) Opticpl selection (microscepe)
g) Eutedtic attach (brazing)
— packages
— dipe
— g1fd, leadframe
—  preform

— urndertaymg materals or aie CTOVeT
h) Non-eutectic attach (epoxy)

— curing

— dice

— grid, lead frame

— packages

— epoxy materials

— underlaying materials or die cover
i) Inverted attach


https://iecnorm.com/api/?name=f7642b67e2293248e24f097a29d31e0c

j) Interc

- 36 - 61943 0O CEI:1999

onnexion (ultrasons, électrique, thermosonique, thermocompression)

— fils ou rubans (nature, dimensions)

— tab (transport automatique par bande), composants a surépaisseur

k) Contrble de préencapsulation (microscope)

[) Encapsulation (scellement, moulage)

— bottiers ou puces a grille de connexions cablées

— capots

- ré

sines de moulage

m) Traitement des connexions internes

— pljagedécoupe;formage(ptastigque)

- él
- éf
n) Marq
0) Séleg
p) Cond
q) Précg

8.2.2 (
8.2.2.1

Les chan
nouvelle

— lieud

— Diagr
une s

8.2.2.2

bctrolyse

pmage (trempé, vague)

lage (offset, sérigraphie, laser, etc.)
tion

tionnement

utions ESD

lassification des changements fondamentaux et-¢ritiques
Changements fondamentaux

gements suivants sont considérés comme fondamentaux et doivent enclen
procédure de certification ou/et de qualification:

assemblage;

amme de cheminement qui affecte la forme, la taille ou la fonction (corresy
Lccession d'opérations particulieres a chaque famille de boitier).

Changements critigues

Les élém([ents suivants sont'considérés comme critiques et doivent étre approuvés par

—  Méth
e dé

* TI€

des et materiaux
coupe+(laser, sciage)
post\(eutectique, non eutectique)

erconnexion (fils, tab)

e in
« fe
— Taille

rmeture (scellement, moulage)
des plots de la pastille (seulement si vente de pastilles nues)

— Dimensions externes

— Nombre de broches ou terminaisons

— Dimensions des broches ou terminaisons

— Matériau de revétement des broches ou terminaisons

— Gamme d'épaisseur du revétement des broches ou terminaisons

— Matériau du boftier

— Gamme d'épaisseur du revétement du boftier

cher une

ondant a

le TRB.
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i) Interconnection (ultrasonic, electrical, thermosonic, thermocompression)

- wi

- ta

res or tapes (nature, dimensions)
b (tape automatic bonding) or flip chip

k) Precap inspection (microscope)

[) Packaging (sealing, molding)

— package or bonded lead frame dice
- lid
— molding resins

m) Processing of internal connections

— Si
- el
— t
n) Marki
0) Seleg
p) Packi
q) ESD

I’

8.2.2 (
8.2.2.1

The follo
qualificat

— asser

— flow ¢
to ea

8.2.2.2

The follo

gutationtrimmform{ptastic)
ectrolysis

-plating (soak,wave)

ng (offset, screen printing, laser, etc.)
tion

ng

brecautions

lassification of fundamental and critical changes
Fundamental changes

ving changes are considered fundamental”and shall lead to a new certificati
on procedure:

nbly location;

hange that affects form, fit of\function (corresponding to a series of tasks
h package family).

Critical changes

ving elements areconsidered critical, and shall be approved by the TRB.

— Methgds and materials

o di
o i

Cing (laser, saw)
b attach (eutectic, non eutectic)

e in

erconnection (wires, tab)

bn and/or

ledicated

e packaging (sealing, molding)

— Size of the die pads (only if selling bare die)

— External dimensions

— Number of leads or terminals

— Dimensions of leads or terminals

— Lead
— Lead
— Lead

or terminal plating materials
or terminal plating thickness
frame material

— Range of body plating thickness
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— Matériau du capot (si applicable)

— Gamme de matériaux de finition du capot (si applicable)

— Gamme d'épaisseur de finition du capot (si applicable)

— Matériau de préforme de scellement du capot

— Matériau du verre de scellement du capot

— Matériau du verre de scellement des broches

— Espacement des broches ou terminaisons

— Formage des broches

8.2.3

Toutes lgs procédures de reprise doivent étre certifiées et agréées par le TRB.

CEI:1999

Reprise

Seule ung reprise des connexions est autorisée et cela uniguement avant fermeture du boftier.

Pour un [boitier fermé les reprises autorisées sont: le nettoyage, le remarquage
marquagg défectueux et une remise en ligne des broches.

8.3 Intgrfaces

8.3.1

Tous les [poitiers doivent étre qualifiés.

Approvisionnement ou sous-traitement des boitiers

apres un

8.3.2 Interface avec la fabrication de plaquettes
Les pastijles ne sont montées que dans des heitiers ou des grilles de connexion qualifliés.
Par aillelirs, la structure doit, en relation avec la fabrication, certifier le boftier gestiné a

recevoir le circuit de test (SEC). Les.résultats du procédé de qualification de ce boitie
étre examinés lors des audits de certification.

8.3.3

La caraclérisation peutétre effectuée par le fabricant de microcircuits ou par un I3
externe qu par le fournisseur des boitiers. Dans tous les cas, le fabricant doit docu
validation de toutes-es' méthodes de caractérisation utilisées.

8.3.3.1

La carag¢térisation thermique comprend une identification des particularités lié

Qonception et caractérisation du boitier

Caracttérisation thermique

[ peuvent

boratoire
menter la

es a la

dissipation thermique.

La valeur de la résistance thermique a l'air libre ou en ventilation forcée doit étre disponible
pour tous les boitiers utilisés pour des circuits qualifiés.

Ces valeurs peuvent étre obtenues directement, ou indirectement par simulation ou calcul.
Dans ce dernier cas, le fabricant doit démontrer la corrélation entre valeurs mesurées et
valeurs calculées, cela pour au moins un boitier qualifié du méme type.

Tout changement de méthode d'estimation doit étre qualifié suivant la méme procédure.
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